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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНТАКТА ПОЛУПРОВОДНИК – 

ПЛАЗМА ГАЗОВОГО РАЗРЯДА  

Хайдаров З., Мухаммадаминов С.Х., Гуфронова Д.Ш., Эргашева Г.Ш.  

 

Аннотация: в настоящей работе были исследованы физические свойства на контакте 

полупроводника из монокристаллического теллурид кадмия с плазмой газового разряда. 

Показано, что носители заряда в плазме наряду с падающим инфракрасным излучением 

способствует усиление фототока в газоразрядной ячейке. При достаточно больших 

напряжениях (больше, чем 2.5 kV) в газоразрядной ячейке наблюдается положительная 

обратная связь связанное с воздействием плазмы на поверхность полупроводника.  

Ключевые слова: газоразрядная ячейка, плазма газового разряда, фотоэлектрический 

гистерезис, новый фотографический эффект, положительная обратная связь, инфракрасная 

фотография.  

Физические явления на контакте полупроводник – плазма газового разряда является 

малоизученным объектом [1-3]. В свое время были изучены физические свойства тонкой 

газоразрядной ячейки с различными полупроводниковыми электродами [4-6]. Однако полная 

картина физических процессов, происходящих в тонкой (проядка 40-100 мкм) газоразрядной 

ячейке до конца нераскрыта. В работе [7] нами были теоретически представлены расчеты 

исследований происходящих в тонкой газоразрядной ячейке с двумя плазменными 

контактами. В настоящей работе приводятся экспериментальные результаты исследований 

тонкой газоразрядной ячейки с двумя плазменными контактами с электродом из теллурид 

кадмия и эти результаты сопоставляются с теоретическими расчетами.   

Газоразрядная ячейка состоит из монокристаллического теллурид кадмия, отделенный 

с двух сторон тонкими газовыми зазорами (толщина каждого зазора – d = 65 mkm и давление 

воздуха – р = 0,2 Тоr) от стеклянных пластинок с прозрачными электродами из SnO2. 

Полупроводниковая пластина тщательно 

полировались с двух сторон до состояния 

блеска, механические царапины или другие 

микроскопические нарушения не имелись.  

Релаксационные кривые были сняты для 

CdTe с двумя плазменными контактами в 

газоразрядной ячейке, эти кривые были 

приведены на рис. 1 для различных значений 

приложенного напряжения. Напряжение 

равно: 1 – 2 kV; 2 – 2.7 kV; 3 – 2.9 kV; 4 – 3 

kV; 5 – 3.05 kV. Обсудим теоретического и 

экспериментального результатов.  

На приведенных экспериментальных 

релаксационных кривых (рис. 1) характерно 

то, что при E = 1/ξμτ релаксация выражается 

линейным нарастанием фототока с наклоном 

(кривая 3), соответствующим темпу 

оптической генерации при отсутствии 

Рис. 1. Кинетика фототока для 

различных значений приложенного 

напряжения на газоразрядной ячейке при 

постоянной интенсивности освещения 

(белым светом порядка 4·10-3Vt/sm2).  
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рекомбинации. В этом  случае рекомбинационные потери носителей в точности восполняются 

генерацией от плазмы и эффективное время жизни 1/τэф = 1/τ – ξμE – обращается в 

бесконечность. При E > 1/ξμτ реализуется условие отрицательного времени жизни, 

стационарное состояние отсутствует, имеет место экспоненциально подобное нарастание 

фототока во времени, в газоразрядной ячейке наблюдается положительная обратная связь. В 

области E < 1/ξμτ , τэф положительно, фототок имеет стационарное значение. 

Как видно из экспериментальных релаксационных кривых (рис. 1) их общий характер 

в известной мере согласуется с теоретическими расчетами (рис. 1), в том числе и в области 

отрицательного времени жизни. Для напряжения 2 kV наблюдается достижение 

стационарного состояния, при больших напряжениях (3,05 kV) происходит резкое возрастание 

тока. Однако, наблюдается сильные временные расхождения в кинетике тока по сравнению с 

теоретическими расчетами. Это связано, по-видимому, тем, что в упрощенном расчете не были 

учтены своеобразные явления (предполагали, что воздействия плазмы создают равномерных 

неосновных носителей по всей глубине полупроводника), сложные взаимодействия носителей 

плазмы газового разряда с поверхностными зарядами полупроводника и рекомбинационные 

процессы. Тем не мненье, полученные результаты дает нам новый инструмент для применения 

тонкой газоразрядной ячейки с полупроводниковыми электродами с двумя плазменными 

контактами в инфракрасной фотографии, но и для изучения физических свойств сверхтонкой 

(толщиной 10-100 mkm) газоразрядной ячейки.    
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